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INTRODUCCION
El efecto Hall surge como resultado de la interaccion entre corrientes La medicién de la resistividad juega un papel fundamental en la
eléctricas y campos magnéticos que atraviesan la muestra, un fenémeno industria de fabricacion de semiconductores y dispositivos
que permite caracterizar las propiedades eléctricas fundamentales de los electrénicos, es esencial para verificar la calidad y uniformidad de
materiales conductores y especialmente semiconductores. Dicha los materiales utilizados. Mantener una resistividad uniforme es
interaccion resulta en la generacion de un campo eléctrico perpendicular a critico para asegurar un rendimiento coherente de los dispositivos.
la muestra que da origen a un voltaje transversal. Mediante este efecto se
efectiia la identificacion del tipo de semiconductor, en tipon o p. A partir
de la medicién de la resistividad (p), es posible calcular la movilidad (p), la
densidad de los portadores de carga y conductividad eléctrica [1,2,3].

DESARROLLO

Efecto Hall: Microscopia optica:
Mediante el uso de un equipo construido integramente en nuestro laboratorio, La Fig. 2 muestra zonas pertenecientes a la Epitaxia n°l. En (a) se observa en un
Fig.1(a), [4], se realizaron mediciones Hall de muestras de Hg Cd_Te crecidas borde la presencia de granos, y en (b) zona central mas uniforme.

sobre un sustrato de CdTe. Dichos crecimientos se realizaron por medio de un
horno VPE (Vapor Phase Epitaxy).

La muestra se coloca en un portamuestra disenado en nuestro laboratorio, Fig. 1

(b, c, d). Se miden los diferentes parametros y con ellos se calculan las diferentes
variables (ver Tabla N°1).

Fig. 2 : Fotos de micorscopia
optica de la Epitaxia n°l. a) en
un borde b) en el centro.

FESEM

Por medio de Microscopia Electronica de Barrido se observo la superficie de las
epitaxias de Hg Cd _Te con el objetivo de observar si poseen algiun defecto
superficial que pueda generar modificaciones en las mediciones. En la Fig. 3 (a) se
puede ver en la zona central de la Epitaxia n°l que la misma no presenta defectos,
pero cuando nos movemos hacia el borde, Fig. 3 (b), podemos observar diferentes
granos. Lo mismo sucede con la epitaxia 2 tal como se ve en la Fig. 3 (d). Por
ultimo, en la Fig. 3 (c) se ven precipitados.

Fig. 1. Mediciones Hall:
a) equipo de mediciones Hall; b), ¢) ,d) muestra montada en el portamuestra antes de realizar las mediciones Hall. 1 im EHT= 3.00kV WD = 4.6 mm Mag= 2500KX  SignalA=nLens [

—

10 um

et st A EHT= 3.00kV WD= 4.1 mm Mag= 200KX Signal A =InLens &8

Tabla N°1: Resultados obtenidos para las epitaxiasy el sustrato:

Muestra Temperatura (K) N° de portadores (n o p) Resistividad (p) Movilidad () -
Tipo Material [1/cm3] [Q cm] [cm2/V*seq]
Sustrato | CdTe <100> 297 1,024x1013 845.914 720.665 .
297 6,140x 1016 0.042 2393.457
Epitaxian®l | HgCdTe 297 4,651x1016 0.042 3159.682
77 (Nitrogeno) 1,345x10 17 0.039 1205.497 _ .

297 1,199x10 V7 0.047 1110.190 T e S0ty D= d0mm  Mage 10000Kx  Sgnars-miere R T oo WD tmm egs 500KX  Sgmahswons R

Epitaxian®2 HgCdTe 297 1,708 x10 17 0.047 1215.218 . .
Fig. 3. Micrografias SEM:
77 (Nitrégeno) 1,070x10 " 0.042 1075.615 a) en el centro de una de las muestras medidas; b), d) en los bordes; ¢) precipitados en una de las muestras observadas.
CONCLUSIONES

Los valores obtenidos de resistividad de las epitaxias, tal como figuran en la tabla, corresponden a un material semiconductor con una conductividad eléctrica elevada. Su variacion con la temperatura es
la correspondiente a este grupo de materiales. En cuanto a la estructura, mediante las técnicas de FESEM y Microscopla Optica se observan en los bordes la presencia de diferentes granos y en algunos casos
la presencia de precipitados (posiblemente de Te). Estos defectos no generan cambios significativos para las mediciones Hall.
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